UV酸化による半導体ニッケル酸化物の作製と評価 by 張 東元
修 士 論 文 の 和 文 要 旨 
 
研究科・専攻 大学院  電気通信学研究科    電子工学  専攻 博士前期課程 
氏    名 張 東元 学籍番号 0932101 
論 文 題 目  ＵＶ酸化による半導体ニッケル酸化物の作製と評価 
 要  旨 
本研究ではＵＶ酸化による半導体の性質を有する酸素過多のニッケル酸化物を作製し、評価す
ることを目的としている。酸素過剰のニッケル酸化物は過去の論文よりｐ型の半導体とされるが、
ｐ型のニッケル酸化物半導体の再現性の高い作製技術はいまだ確立されていない。また、ｐ型の
導電性の原因はニッケルの空位と過剰酸素によるが 詳しい物理的な解明はまだなされていない
のが現状である。通常のニッケルの酸化物は、絶縁物の NiO であり、これについてはこれまでに
多くの研究報告があるが、ニッケルの三酸化物である半導体的な性質を有するといわれる Ni2O3
についてはあまり研究されていない。 
ｐ型の半導体ニッケル酸化物を得るためにはニッケルの酸化時に酸素が過剰となるようにしな
ければならない。それには、強い酸化能力持つ酸素の利用が必要となる。強い酸化力を持つ酸素
原子が金属ニッケル原子と結合して 酸素過剰のニッケル酸化物ができると期待される。強い酸
化力を持つ酸素原子の選択肢としては 特別の紫外線ランプを使ってえられるオゾンが考えら
れ、まず、本研究ではオゾンによる Ni の酸化を試みた。 
作製したニッケル酸化膜が酸素過多であるかは ラマンスペクトルのピーク位置から判断し
た。ピーク位置が高波数であるほど作製されたニッケル酸化膜は酸素過多となった。また、オゾ
ンにより酸化してえられたニッケル酸化膜の抵抗率と光吸収測定を行ったところ、抵抗率は測定
温度が上昇するにつれ減少する典型的な半導体的な性質を示し、光吸収スペクトルから得られた
バンドギャップは 3.5eV で、作製されたニッケル酸化物はワイドバンドギャップ半導体であるこ
とがわかった。しかし、酸化膜厚が、ホール測定など他の測定に十分ではないため、UV ランプ
による UV 酸化装置を新たに作製し、酸化速度を増加することを試みた。UV 照射下での酸素に
よる酸化で得られるニッケル酸化物は、オゾン酸化に比べ酸素過多となったが、膜厚はより薄く
なった。今後は、酸化に用いる酸素をさらに活性化し、酸化速度を増加させるために波長の短い
UV ランプを用いて、UV 酸化を行う。 
 
